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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu'il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEIL
Publié trimestriellement

® Rapport dactivité de Ja CEIX
Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issu¢ of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Activities
Published yearly

@ Cataloghe des publications de la CEI
Publié innuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont| définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente pubflication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique hglaernational (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, 1'In
ral étant pubplié séparément. Des détails complets s
peuvent étre|obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littérau

 Seuls les symboles graphiqye
inclus dans

Le recueil| complet
la CEI fait JJobjet de |

Les symbq
font I'objet

Autres pu
Comité d’F

L’attentioh du lecteutest attidée sur la page 3 de la couverture,
qui énumérd les autres publieations de la CEl préparées par le
Comité &’Efudes’qui a établi la présente publication.

@ Catalogue of IEC Publications
Published yearly

bf this publication

abulary (I.E.V.),
g ters each dealing

% field,”the General Index beigg published as a
evbooklet| “Full details of the 1.E.V{ will be supplied

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symboly are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols| approved by the
1EC is given in IEC Publication 117,

Letter symbols and other signs approved| by the IEC are
contained in IEC Publication 27,

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the Inside of the back
cover, which lists other I E C publications issugd by the Technical
Committee which has prepared the present puplication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE

mijés d’Etudes ol sont

1) Les dégisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, pry
A possible un accord

représeTtés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans
internafional sur les sujets examinés.

2) Ces détisions constituent des recommandations internationales et sont agréées/Coin oS e s nationaux.

3) Dans Ig doptent dans leurs
régles 1 I permettent. Toute
ssible, étre indiquée

divergehce entre la recommandation de lta CEI et la régle nationale co
en ternies clairs dans cette derniére.

5 et circuits intégrés.

La prése
Elle con| : e ( Symboles littéraux pour les dispositifs & semiconducteurs et
les microc

h en 1966 et se sont

Les diffd
poursuivis lonte-Carlo en 1970
et a Stock

Neuf pr 968, en juillet 1969,
en juin 19

Les pay nt:
i Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie
Royaume-Uni

Sueéde

Suisse

Tchécoslovaquie
Turquie

Italie Union des Républiques
Japon Socialistes Soviétiques

Le Comité national néerlandais a voté, dans le chapitre XI (Microcircuits intégrés analogiques), contre le terme anglais «slope time»
et contre les symboles des coefficients de température moyens de la tension et du courant de décalage a Pentrée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

FOREWORD
1) The formal defisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com the National
Committees hgving a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an i i s of opinion
on the subjecty dealt with.
2) They have thd form of recommendations for international use and they are accepted by™ ions i h that sense.

t the text of
ken the IEC

3) In order to pjomote international unification, the IEC expresses the wish that all
the 1EC recommendation for their national rules in so far as national conditiop
recommendatipns and the corresponding national rules should, as far as possible;

This recommerdation has been prepared by IEC Techni 0.47 onductor Devices and Integrated Circuits.

It constitutes the first supplement to 1 EC Publication 148 emiconductor Devices and Integrated Microcircuits.

The different dfafts used as a basis for j#5'y gti \ axtedin Zurich in 1966 and continued during] the meetings
held in Padua in 1967, in London in 1968, in Denj ) i ¢ Caflo in 1970 and in Stockholm in 1971,

Nine drafts wefe circulated to the QF ittees(for approval under the Six Months’ Rule in August 1968, in |July 1969, in
June 1971, in July and Aug<s;§ )
The following fountries vo phi blication of all or part of this supplement:

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet
Socialist Republics

United Kingdom

Japan United States of America

The Netherlands National Committee voted, in Chapter’XI (Analogue Integrated Microcircuits), against the English term “slope time”
and against the symbols for mean temperature coefficients of input offset voltage and current.
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PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 148 (1969)

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

CHAPITRE II: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES TRANSISTORS BIPOLAIRES

Page 32

3.4.2  Paramétres pour signaux de faible puissance

Ajouter le symbole suivant:

Capacifé collecteur-base des transistors a Ceep

7
sortigs de dispositifs isolées, avec un
conducteur de blindage séparé <\

Page 38

3.6 Palamétres de commutation
Remplacgr A I'étude par les symboles suivants: /(7
N A

Durée moyenne d’une impulsion M, @ } < Q ‘\> ‘

Facteuf d’utilisation N\ D\ \/

Page 40

Remplacgr A 1’étude par s Sy boles

Temps|total d° éta@er& on tg + &

Temps|total de coup/u{ \/ foge s+t

N

Page 42

3.7 Grdudeur:

Remplacer A TEéUdR pax les~Symboles suivants:
Amplification A
Amplification en courant Ay 44
Amplification en tension Ay A4,
Gain en puissance * Gp Gy
Gain d’insertion en puissance Gy Gy
Gain composite en puissance Gr Gy
Gain disponible en puissance Gy Gy

* Supprimer les subdivisions prévues pour petits signaux, pour grands signaux.
/2 P
Supprimer la case prévue pour gain maximal en puissance.
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FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 148 (1969)

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

CHAPTER II: LETTER SYMBOLS FOR BIPOLAR TRANSISTORS

3.4.2 Small-signal parameters

Add the follow

ing symbol:

Collector-basg
with isolat

capacitance for transistors Ce.cb /
pd device terminals and a
separate sctieen lead <\

Page 39

3.6 - Switching
Replace Unde

parameters
- consideration by the following symbols: O
N\ A

Pulse average

Duty cycle

€ OO
N

Page 4|

Replace Unde

Turn-on timg

Turn-off time

Page 43

3.7 Sundry 4
Replace Unde

Amplificatiop A
Current amplification - Ag A;
Voltage amplification Ay Ay

Power gain * Gp Gy
Insertion power gain G G
Transducer power gain Gy Gy
Available power gain G, G,

* Delete the subdivisions planned for small signals, for large signals.

Delete the box

planned for maximum power gain.
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CHAPITRE 1V: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES REGULATRICES DE TENSION
ET LES DIODES DE TENSION DE REFERENCE

Page 48

Remplacer A Yétude par le texte suivant:
1. Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances

1.1 Lettres fondamentales
Voir le paragraphe 4.1 du chapitre I de la Publication 148.

1.2 Indices

Les régles générales du paragraphe 4.2 du chapitre I sont applicables. En supplément 2 la liste des indices géné-

raux donnée au paragraphe 4.2.1 du chapitre I, les indices spéciaux suivants sont recommandés pour le domaine
des diodgs_pégnlnfrir‘pc de_tension et des diades de tension de référence :

Z, z = de régulation

2. Symboles littéraux pour les paramétres électriques

2.1 Gépéralités
La définition et les régles générales de I'article 5 du chapitre |

2.2 Indices

En supplément 2 la liste des indices généraux recommandés(dgnnée dans Tepdragraphe 5.3.1(du chapitre I, les
indices gpéciaux suivants sont recommandés aine des @des ¢gulatrices de tension et des diodes de
tension (le référence:

3. Liste¢ de symboles littéraux
Les symboles littéraux c iste nte sont recommandés pour &tre utilisés [dans le domaine
des diodps régulatrices de, tensi iomde référence; ils ont été établis en accgrd avec les régles

généralep.
Nomg\d;} aio « Me littéral Observations

3.1 Tensions

Tension de r?gan\\\ Vy
Tensign/sontinue nve des
la zc@sxo e reg ation Vr

Tension de br dans gamme des ten- Vs, On peut aussi utiliser le symbgle ¥V, si aucune
sionp de régulati confusion n’est possible

3.2 Cowrants

Courant continu inverse pour la gamme I

des tensions de régulation

Courant continu inverse pour une tension Iy
inférieure 4 celles de la gamme des ten-
sions de régulation

3.3  Grandeurs diverses

Résistance différentielle dans la zone des r,
tensions de régulation

Coefficient de température de la tension otyz, Symbole de réserve: Sy,
de régulation
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CHAPTER 1V: LETTER SYMBOLS FOR YOLTAGE REFERENCE
AND VOLTAGE REGULATOR DIODES

Page 49

Replace Under consideration by the following text:

1. Letter symbols for currents, voltages and powers

1.1 Basic letters

See Sub-clause 4.1 of Chapter I of Pub]ication 148.

1.2 Subscripts

The general rules of Sub-clause 4.2 of Chapter I apply. In addition to the list of recommended general subscripts
given in Sub-clause 4.2.1 of Chapter I, the following special subscripts are recommended for the field of voltage

reference and u‘l‘msc Acgu}a‘un dhodes—

2. Letter sympols for electrical parameters

© 2.1 General
The definitig

2.2 Subscript

special subscri

3. List of let

regulator diod

Z,z = working

n and the general rules of Clause 5 of Chapter I.apply.

e following

and voltage

Naimne and des%ud%a\x/\ ‘ \(\e%ymbol

Remarks

A
3.1 Voltages /\
Working voltage (\ \ Vy
Continuous (glifect) reyer: \&ge elow -V
the working%g n;e\
Noise voltagg withid working voltage Ve The symbol ¥, is also acceptable if no|misunder-
range standing is possible
3.2 Currents
Continuous (direct) reverse current within I
the working voltage range
Continuous (direct) reverse current at a Iy
voltage below the working voltage range
3.3 Sundry quantities
Differential resistance within the working r,
voltage range
Temperature coefficient of working voltage  Oygz Reserve symbol: Sy
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CHAPITRE VI: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES A CAPACITE VARIABLE

Page 52

Remplacer A T'étude par le texte suivant:

1. Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances

1.1 Lettres fondamentales

Voir paragraphe 4.1 du chapitre I de la Publication 148,

1.2 Indices
Les régles générales du paragraphe 4.2 du chapitre I sont applicables.
2. Symboles littéraux pour les paramitres électriques
2.1 Généralités
La défiinition et les régles générales de 'article 5 du chapitre I s
3. List¢ de symboles littéraux
Les syimboles contenus dans la liste sui 3(re utilisés dans le ddmaine des diodes
A capacifé variable ; ils ont été établis en acsQ
3.1 Patamétres du circuit équivalent
rs Ls
— —
Il c;
04174
FIGURE 1
Nom et désignation Symbole littéral Observations
Capacité parasite (parallele) Cy
Inductance série équivalente Lg
Capacité de jonction C;
Conductance de la diode intrinséque &;
Résistance série équivalente ry
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CHAPTER VI: LETTER SYMBOLS FOR VARIABLE CAPACITANCE DIODES

Page 53

Replace Under consideration by the following text:

1. Letter symbols for currents, voltages and powers

1.1 Basic letters

See Sub-clause 4.1 of Chapter I of Publication 148.

1.2 Subscripts
The general rules of Sub-clause 4.2 of Chapter I apply.

2. Letter symbols for electrical paraméters

2.1 General
The definitipn and the general rules of Clause 5 of Chapter I applys

3. List of lefter symbols

The symbols contained in the following list ars
they have beep compiled in accordance with the

field of variable capacitqnce diodes ;

3.1 Egquivalegt circuit parameters

Ui r Ls ‘
— —

e
304{7¢
FIGURE |
Name and designation Letter symbol Remarks
Stray (parallel) capacitance Cp
Series equivalent inductance Lg
Junction capacitance . G
Conductance of the intrinsic diode 8j
Series equivalent resistance rg
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

3.2 Autres paramétres

Capacité aux bornes Ciot
Valeur effective de Q Qetr
Fréquence de coupure feo
Fréquence de transition fr
Charge stockée Qg
Durée de vie des porteurs L Tpi Ty

I ~

Renden[ent y /\(
: : (N

24
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Name and designation Letter symbol Rerﬁarks
3.2 Other parameters
Terminal capacitance Crot
Effective Q value Qett
Cut-off frequency Jeo
Transition frequency fr
Stored charge Qs
Carrier lifetime Tps Tn .
Efficiency Ui (\\ (\

24
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CHAPITRE IX: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
Page 66

1.2 Indices

Ajouter les indices suivants:
B, b; U, u = substrat
T; th; (TO) = seuil

2. Symboles littéraux pour les paramétres électriques

Remplacer A I'étude par le texte suivant:

2.1 Généralités

La défjnition et les régles générales de Iarticle 5 du chapitre I s’appliquent.

3. Listd de symboles littéraux

Remplacgr A V'étude par la liste suivante:

Nom et désignation Symbole littéral \ \\Q’}ﬂervations

3.1 Cpurants < 9 \)
7\ IN
Courant {continu) de drain (\ é\ } < v ‘\>

CourarJt de drain, dans des conditions S \/

grillg-source spécifices

CouraJt de drain, pour un istan QR
grillg-source extérieure spécifice (%\

Couraijt de drain, la gr{lsli t\xrt-i \RS/
circdfitée a la soy;ce\

Couraijt (continu) di so T I

Courant de sour s\des \an/ Ispx
grillg -drams 1ﬁ S

Couray rce la étMrt- Isps
circl tée a d

Courant (conti de griNe Ig
Courantdirect de grille Igp
Courant résiduel de grille (d’un transistor Ispo

a effet de champ a jonction), la source
étant en circuit ouvert

Courant résiduel de grille (d’un transistor Igso
a effet de champ a jonction), le drain
étant en circuit ouvert

Courant résiduel de grille (d’un transistor Igss
a effet de champ a jonction), le drain
étant court-circuité a la source

Courant de fuite de grille (d’un transistor Igss
a effet de champ 2 grille isolée), le drain
étant court-circuité a la source
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CHAPTER IX: LETTER SYMBOLS FOR FIELD-EFFECT TRANSISTORS

Page 67

1.2 Subscripts

Add the following subscripts:

B, b

2. Letter symbols for electrical parameters

;‘ U, u=
T; th; (TO) =

— 15 —

Replace Under consideration by the fdllowing text:

2.1  General

substrate
threshold

The definition

3. List of letfer symbols

Replace Unde

consideration by the following list:

and the general rules of Clause 5 of Chapter I apply.

Name and designation

Letter symbol

LR

3.1 Currents

A

$)

Drain (d.c.) qurrent

O Ce

Y%
QL 2

Drain curren
condition

, at a specified gate-source

SX

N

Drain currerft, at a specified (exterfial)
gate-source] resistance

/\IDSXQ v

%

Drain current, with

gate shori-ci ui\
to source (Pgs = 0)

Source (d.c.) current

NN

AN

NS\J
S

circuited to source

field-effect transistor), with drain short-

Source currept, at a spécifie te-diqin \) Ispx
condition

"Source currept,wit gath&(t-c cuW Isps
to drain (P@ \

NN

Gate (d.c.) clirrent Iy

Forward gatq current Igy

Gate cut-off current (of a junction field- Igpo
effect transistor), with source open-
circuited

Gate cut-off current (of a junction field- Igso
effect transistor), with - drain open-
circuited

Gate cut-off current (of a junction field- Igss
effect transistor), with drain short-
circuited to source

Gate leakage current (of an insulated gate- Igss
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Symbole littéral

Nom et désignation Observations

Courant de fuite de grille (d’un transistor Iosx

a effet de champ a jonction), dans des

conditions de circuit drain-source spé-

cifiées
Courant de substrat Ig; Iy
3.2 Tensions
Tension (continue) drain-source Vs
Tension _(continue) grille-source Vas

Tensigdn grille-source au blocage (d’un
transistor a effet de champ a jonction
et ¢’un transistor a effet de champ a
grille isolée du type a déplétion)

Vasorm s Vasorr

Tensign de seuil grille-source (d’un tran-
sistgr & effet de champ a grille isolée
du fype a enrichissement)

Vasts Vasnys Voso)

Tensign directe (continue) grille-source

Tensign inverse (continue) grille-source

Tensign (continue) grille-drain

Tensi¢n (continue) source-substrat

Tensign (continue) drain- sub@t (—\

Tensi¢n (continue) grllle- ubsira

Tensi¢n gnlle ghi
A plusieurs gnl

Tensi¢n de claqu e grillecsour mra\m/ Verycss
étant court- ircuit¢ a

3.3 uzssa ¢ lec fqie

Dissigation,_de ‘puissang (contmue) drain- Ppg
source

3.4 Résistances (ou conductances) et capacités

Résistance drain-source rpss Fas

Résistance grille-source rgs; Tgs

Résistance grille-drain a5 Tga

Résistance de grille (pour Vpg = 0 ou rGsss Tess

as = 0)

Résistance drain-source a I’état passant

’Ds(ON) > "ds(on) > 'Dson

Résistance drain-source a ’état bloqué

rDS(OFF) > Tas(otty s 'DSoft
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Name and designation Letter symbol Remarks

Gate cut-off current (of a junction field- Iasx

effect transistor), with specified drain-

source circuit conditions
Substrate current In; Iy
3.2 Voltages
Drain-source (d.c.) voltage Vbs
Gate-source {d.c.) voltage Ves

Gate-source [cut-off voltage (of a junction
field-effect| transistor and of a depletion
type insuldted-gate field-effect transistor)

Vasorms Vasorr

X

Gate-source | threshold voltage (of an
enhancem¢nt type insulated-gate field-
effect trangistor)

Vasts Vasanys Vasao

Forward gatg-source (d.c.) voltage

Vasr

S

Reverse gatersource (d.c.) voltage

R
DN

Gate-drain (fl.c.) voltage

XVGD

Q.
RO
U

Source-substrate (d.c.) voltage

>

Drain-substijate (d.c.) voltage <

|
e

Gate-substrdte (d.c.) voltage

S

Gate-gate v

Itage (for@ga%jﬁg\ Gl / ga
NN
Gate-source breakdown Volt ith \) Vierycss
short-circgited to

3.3 Electri N@
Drain-sourcp (d:c.) poweidis patlon Ppg
3.4 Resistances (or conductances) and capacitances
Drain-source resistance ros; Fas
Gate-source resistance rgs; Ts
Gate-drain resistance rGDs Yga
Gate resistance (with Vpg = 0 or vgg = 0) rGsss Tgss

Drain-source on-state resistance

Ds(ON) > Fds(on) s "DSon

Drain-source off-state resistance

'DS(OFF) > Yds(ott) > T'DSott
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Symbole littéral

Nom et désignation Observations

Capacité grille-source, le drain étant en Caso

circuit ouvert (les circuits drain-source ¢t

grille-drain étant en circuit ouvert au

point de vue alternatif)
Capacité grille-drain, la source étant en Cgao

circuit ouvert (les circuits drain-source

et grille-source étant en circuit ouvert

au point de vue alternatif)
Capacité drain-source, la grille étant en Caso

circuit ouvert (les circuits grille-drain
et grille-source étant en circuit ouvert
au point de vue alternatif)

Capadité d’entrée en montage source com-
mufpe, la sortie étant en court-circuit;
cappcité grille-source (le drain et la
soufrce étant en court-circuit au point
de vue alternatif)

Ciss} Cu1ss

Capagité de sortie en montage source com-
muhe, Pentrée étant en court-circuit;
cappcité drain-source (la grille et la
source étant en court-circuit au point
de pue alternatif)

Coss > C22ss

S

D

Condpctance d’entrée en montage source
commune, la sortie étant en court-
cirduit

N~

Condpctance de sortie en montage source
corhmune, ’entrée étant en court-circuit

fis\

Capafité de réaction en

compmune, 'entrée étant en couri-
au [point de vue alterrF\iK

KQQ: Crog

Capatité de sorti m
mun, 'entrée ¥tan
grijle et le drain ¢

au

-

ods> Cozas

3.5

tidy signaux gn montage source commune et paramétres du circuit en m équivalent (vo

ir figures 2, 3 et 4,

Adm| ttanceWsortie étant en
cogrt-Cireuit

Yis = Regig) + joCig
s = Regiig + j0Cris

Admittance de transfert inverse, 'entrée
étant en court-circuit

Yes = Reqyrgy + jﬁ).crs
Yizs = Reying + joChos

Admittance de transfert direct, la sortie
étant en court-circuit

Yis = Regpgy 4 jlmgyss
Yais = Reqyargy + jImeyorg

Admittance de sortie, I’entrée étant en
court-circuit

Yos = Regyos) + j(').cos
Yozs = Reyagg) 1 joCang

Module de Padmittance de transfert inverse,
I'entrée étant en court-circuit

| ¥es | | Y10s |

Phase de I'admittance de transfert inverse,
I’entrée étant en court-circuit

Pyrss Py12s
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Name and designation Letter symbol : Remarks
Open-circuit gate-source capacitance (drain- Ceso
source and gate-drain open-circuited
to a.c.)
Open-circuit gate-drain capacitance (drain- Ceao
source and gate-source open-circuited
to a.c.)
Open-circuit drain-source capacitance (gate- Caso
drain and gate-source open-circuited
to a.c.)
Short-circuilt input capacitance in common- Cisss Criss

source copfiguration ; gate-source capaci-
tance (dfain-source short-circuited to
a.c.)

Short-circuft output capacitance in com- Cogss Coaogg
mon-souffce configuration; drain-source
capacitance (gate-source short-circuited
to a.c.)

D) s

Short-circuft input conductance in com- Ziss
mon-soufce configuration

S
)

=

Short-circuft output conductance in com- Loss
mon-soufce configuration

Common-spurce reverse transfer
tance with input short-circu

Short-circuft output @an
mon-drajn  configuratio

short-cirguited to a.c.)

3.5 Smallsignal ) paramerexs in\commoy-Source configuration and 7 equivalent circuit parameters (see Figures 2, 3 arld 4, page 22)

Short-circyit input M Jis = Regyig) + joCig

Y11s = Regng + joCys

Short-circuit reverse transfer admittance Yrs = Regyrg) + j0Crg
J12s = Regyag) + joChag

Short-circuit forward transfer admit- JYis = Repgy + jimegyg
tance Ya1s = Regyargy + jimeyarg
Short-circuit output admittance Yos = Reqyos) + j00Cog

Yoos = Reyagg) + j@Caoq

Modulus of -the short-circuit reverse | 7rs |5 | y1es]
transfer admittance

Phase of the short-circuit reverse transfer Pyrss> Py12s
admittance
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Module de Padmittance de transfert direct,

la sortie étant en court-circuit

| 7es |5 | yos |

Phase de I'admittance de transfert direct,

la sortie étant en court-circuit

Pytss Pyols

Conductance grille-source (dans le circuit &8ss
en 7 équivalent)
Conductance grille-drain (dans le circuit &ed
en z équivalent)
Conductance drain-source (dans le circiit Las
en 7 ¢quivalent) /\(
Transcqnductance directe (dans le circuit Lmss €m
en 7 ¢quivalent)
Capacitf grille-source (dans le circuit Cys \ \>
en 7 fquivalent) <\ \
Capacitf¢ grille-drain (dans le circuit Cea

en 7 |équivalent)

Capacit¢ drain-source (dans le
en 7 gquivalent)

circuit

A

BN mqs\w

Gain e puissance p,

Fréquepce de coup an € mon \&
sourde commune) .

Tension de bruit Va

Facteug de bx@ \\\> F

Coefficle & érature _du gourant de rp
drain

Coefficjedit/de températire de la résistance Ords
drain=source

Temps, de commutation (voir figure 5,
page 23): Retard & la croissance . ta(on)
Retard a la décroissance tacorty
Temps de croissance t
Temps de décroissance tp
Temps total d’établissement (fq¢ony + #7) ton
Temps total de coupure (fagopry + #p) tose
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Name and designation Letter symbol Remarks

Modulus of the short-circuit forward | ves |5 | veas |
transfer admittance

Phase of the short-circuit forward transfer Pytss Pyats
admittance
Gate-source conductance (in the = equi- 8as

valent circuit)

Gate-drain conductance (in the 7 equi- &ea
valent circuit)

Drain-sourcg_conductance (in the 7 equi- Lo
valent cirguit)

Forward trgnsconductance (in the 7 equi- Zms’ &m
valent cirguit)

Gate-source éapacitance (in the 7 equi- Cys \\ \>
valent cirfuit) <\ \

Gate-drain |capacitance (in the 7 equi- Cea
valent cirfuit) (7

Drain-sourde capacitance (in the 7 equi- ds G
valent cirfuit)

Power gain B

Lo

Cut-off frequency (in m on-sourte w
configuration) /\

Noise volta

S ‘
RO

Temperatu%o rain cugrent oD

Temperatuge, ‘cOefficient of drain-source Opds
resistanc

Switching times (see Figure 5, page 23):

Turn-on delay time tacon)
Turn-off delay time Tacotny
Rise time I
Fall time ty

Turn-on time (fg(on) + )

Turn-off time (’d(off) + If) tosp
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CHAPITRE X: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES MICROCIRCUITS INTEGRES DIGITAUX
Page 66
Remplacer A Tétude par le texte suivant:

1. Symboles littéraux pour les courants et les tensions
1.1 Lettre fondamentale
La lettre fondamentale indique la grandeur électrique:

V ou U pour la tension
I pour le courant

1.2 Indicds

1.2.1 Le premier indice indique la borne & laquelle la grandeur électrique es

Le type [de borne est identifié par un des symboles suivants:

[ pour la borne d’entrée
O ou Q pour la borne de
Notes 1. — La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
2, — 4
I

ou P, mais on ne

1.2.2 Le

1.2.3 Le froisiéme indice
lettre fondiamentale.

e préfé

indiquée par la

Le syste

Notes. 1. —

2, — Dans ce cas, on
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CHAPTER X: LETTER SYMBOLS FOR DIGITAL INTEGRATED MICROCIRCUITS

Page 67

Replace Under consideration by the following rext:

1. Letter symbols for currents and voltages

1.1 Basic letter

The basic letter indicates the electrical quantity:

V or U for voltage
I for current

1.2 Subscrip]

1.2.1  The fir.
The type of|

Notes 1. — The
2. —Atp
can

1.2.2 The se

"Note. — This co

1.2.3  The thi
letter.

The preferr

Notes 1. — Exaij

2, —1Itis
signi

9

hbove list is not exhaustive.

e given at the present time.

t subscript indicates the terminal at which the electrical quantity ig

terminal is identified by one of the following symbols:

resent, for the supply terminal, double subscripts are use

€ magnitude, etc.) must be stated.

1 for input terminal
O or Q for output terminal

d and etters S or P, but

tion period, the symbols “max” and “min” might exist. In this case

no preference

by the basic

, their precise
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+ oo + oo + o0
- VHA
IIHI/ // -
2
7 Vi
VLA
?Z—
//L// /
) —— VHa
Vi " /]
/]
0 0 ~——]
/]
(¢
— Vus

" H ”

I\EE\\ 3N
I |

—— VLA

" L// /]

- Ve

N
hasasand

30974

)
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1.2.4 Dans le cas de courants, on peut avoir besoin

d’autres informations sur les conditions électriques

dans lesquelles on mesure le courant.

Iia & Vorp et pour une valeur spé-
cifiée de la tension d’alimentation.

Exemple:

2. Symboles littéraux pour les temps de commutation

2.1 Lettre fondamentalé

La lettre fondamentale est .

2.2 Indices

2.2.1 Premier indice

1.2.4 1In the case of currents, further information
may be required on the electrical conditions under
which the current is measured.

Example: Iya at Vorg and at a specified value of
the supply voltage.

2. Letter symbols for switching times

2.1 Basic letter
The basic letter is f.

2.2 Subscripts
2.2.1 First subscript

Afin de d]stinguer entre les divers temps de commu-
tation, un [es indices suivants sera utilis¢é comme
premier indfce:

— P pour propagation
— D pour délai
— T pour transition

2.2.2 Deukiéme et troisiéme indices

Le premjer indice sera suivi d’un ensemble de
deux lettres indiquant le changement d’état” d¢ la
maniére suiyante:

— HL indique que le temps est
mesuré sur le flanc de

Note. — Des
afin
d’ut
indi

dofic pratique
¢ pour le premier

e \different switch-
ubsccipts should be

y a set of two
the following

is measured on the fall-

— HL indicates that the tiEe
ing edge of the pul

€S8

— LH indicates that the time
’ is measured on the fis-
ing edge of the pulges.

Note. — Capital letter subscripts for H and L are required to
avoid confusion; it is then convenien{ to use also capi-
tal letters for the first subscript.
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CHAPITRE XI: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES MICROCIRCUITS INTEGRES ANALOGIQUES
Page 66

Remplacer A T'étude par la liste de symboles suivante:

Nom et désignation Symbole littéral Observations

1. Tensions et courants

Tension de décalage a I’entrée Vio
Dynamique de sortie maximale i Vopp
Courant de décalage a I'entrée ho

Courant de polarisation d’une entrée Ity Itpys Itgo

< (@
Courar]t moyen de polarisation Ip <\\\

2. Patamétres électriques

Impédgnce d’entrée: \
— imp¢dance d’une entrée , z
O

— impédance différentielle d’entrée Ziq
— impédance d’entrée en mode commun Zie C\

Impédgnce de sortie:

— impédance d’une sortie

— impédance différentielle de sortie Zod
3. Tepps de commutation (ere 7/;&&;% \\ \

Temps|de délai fa, Tars !

Temps| de transmo

— ten|ps de crois

— ten]ps de décrmssaxé\

Temps| de vacﬂlem 1t

VV

tnp s ’np(r) s up(f)

Tempy de réggnsN\ \> . tots frot(rys Teot(f)
4. Gian MN

Amplification ¢n siop en mode diflé- Ayp; Ava
rentfel

Amplification en tension en mode commun Ayes Aye

Pente maximale de la tension de sortie ‘ Svom

Pente moyenne de la tension de sortie : Svoav

Coefficient de température moyen de la oAVIO

tension de décalage a I’entrée

Coefficient de température moyen du o510
courant de décalage a I’entrée

Facteur de rebondissement kov
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